
GF 146 Verwendung: 
sistor für Vor-, Misch- und 
bis 260 MHz bei 
da bis +60°C 

Abmessungen: Bauform A 4/15—4a, 

TGL 11 811 

Masse %* 0,4 g 

Zulässige Höchstwerte 

für da = 45°C 

-UCcBo = 20V 

-Uceo = 15V 

-UEBO = 0,3V 

= 10 mA 

= 1mA 

= 60 mW 

Kennwerte für da = 25°C —5 grd Wärmewlderstand Rın < 750 %7 

Rtii53.'ll%" 

Meßbedingungen 

-Ucs= 20 V 
-UCE = 15 V 
-UeB =0,3 V 

UÜbergangsfrequenz 

e mmnzlaoouuz| -UCgE = 12 V, -IC=1,5 mA, f = 100 MHz 

Kollektorkapazität 

' 12 pF | -Uc8=12 V, I: = 0, f=2MHz 



Min | Typ |  Max Meßbedingungen 

Rückwirkungszeitkonstante 

] 

'%3 T75 pa } -Uc8 =12V, -Ic =1,5mA, f = 30 MHz 

Leistungsverstärkung 

Vob 14 dB | „UcB=12V, -Ic=1,5mA, f== 200 MHz 
‘ (nach angegebener Schaltung) 

Rauschmaß 

F 75 dB | -Uc8=12V, -Ic =1,5mA, f= 200 MHz 
Rg = 600 

Rückwirkungskapazität 

-Ci2e 03pF | -Uce=12 V, -Ic=1,5mA, f = 500 kHz 

Gleichstromverstärkung 

B [ 10 -UCE =12V, -Ic= 1,5mA 

y-Parameter für %a = 25°C —5 grd 

(38 — ] 19,5) mS 

(-0,08 — | 0,16) mS] 

(27 — j 25) mS ‘ 

(0,1 + j 1,6) mS 

yılb 

yı2b 

Bestellbeispiel für einen Transistor 

bei -Ucs = 12 V, -Ic = 1,5 mA, f = 200 MHz 

Transistor GF 146



Schaltungsprinzip zur Vpb-Messung beı 200 MHz 

InF L7 Rı=1OkQ S F 

WD 

S*UEB Ucg 

L = 2 Wdg. 1,4 Cu Ag @ 6,5 mm L, = 3 Wdg. 1,4 Cu Ag @ 6,5 mm
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-Ic = # (UBe) IB = f (‚UBe) 
„UcE = Parameter -‚Uce = Parameter 
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.JJc = f (.Uceg) -Ic = f (.Is) 

.8 = Parameter -Uce = Parameter 
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